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Тема 3. Періодичний закон та властивості атомів. 
Використання кристалохімічних даних для вивчення складу 
кристалів.

• Закон кратних відношень Гаюі. 

• Поняття одиничної грані. 

• Вибір одиничної грані для кристалів різної сингонії. 

• Індекси граней (hkl) та групові символи простих 
форм {hkl}. 

• Теорема косинусів.
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Ефективні атомні радіуси.
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Іонні радіуси.
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Ван-дер-Ваальсові радіуси.
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Розподіл електронної щільності. 
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Сучасні методи рентгеноструктурного дослідження дозволяють 
вивчати розсіювання рентгенівського випроміннення електронами 
та вивчати розподіл електронної щільності у кристалі.



Структурні одиниці кристалу, мотив структури.
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Кристал має ізодесмічну ( гомодесмічну) структуру, якщо усі атоми у ньому звязані 
одинаковим або близьким за типом звязками, а іх КЧ однакові або близькі.

Анізодесмічні або гетеродесмічні структури зявляються у кристалах, 
що мають уособлні групи атомів, що мають різні типи взязку. 



Поліедричне зображення кристалічних структур.
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Кристал має ізодесмічну ( гомодесмічну) структуру, якщо усі атоми у ньому звязані 
одинаковим або близьким за типом звязками, а іх КЧ однакові або близькі.

Анізодесмічні або гетеродесмічні структури зявляються у кристалах, 
що мають уособлні групи атомів, що мають різні типи взязку. 



Кристалохімічні формули.
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Закон кратних відношень Гаюі
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Поняття одиничної грані. 
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Для кубічних кристалів вищої сингонії.

Для кристалів середньої сингонії 
(тригональної, тетрагональної, 
гексагональної)

Для кристалів нижчої сингонії 
(ромбічної, моноклінної та триклінної)



Індекси граней (hkl) та групові символи простих форм {hkl}. 
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